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GaN基功率半导体器件与集成技术

摘要 (Abstract) ：

   GaN作为化合物半导体的代表，已广泛应用于光电、射频和功率器

件等领域，同时，它在数字电路和驱动电路方面也有着优良的特性有待
突破。本报告将从器件制造和器件物理角度分析GaN基横向高电子迁移
率晶体管（HEMT）和下一代绝缘栅GaN功率器件面临的增强型，阈值漂
移和电流坍塌等挑战，并从结构入手介绍垂直型GaN功率器件的发展，
最后探讨GaN功率集成技术的应用前景。


